Abstrakt: Prace se =zabyva studiem rastu cinovych fetizkG na povrchu Si(100)
pfipravovanych napafovanim pfi teplotach nizSich nez pokojova. Pomoci skenovaci tunelové
mikroskopie (STM) byly ziskany obrazky povrchu, které umoznily uréeni ristovych
charakteristik. Srovnani charakteristik pro razné teploty a dvé rizna mnozstvi deponovaného
kovu ukazuje, Ze ve vSech studovanych pfipadech previada pfi rustu stejny mechanizmus.
Je popsan a diskutovan vliv ohfivani povrchu na rozdéleni délek fetizkd pfipravenych pfi
nizké teploté. Dale je diskutovan vliv C-defektd na rast fetizkd a tvar Skalovaci funkce pro
rozdéleni délek. Byla ovéfena pouzitelnost aparatury chlazené kapalnym dusikem k
nizkoteplotnim méfenim a Uspésné testovan novy systém Cerpani dusiku do kryopanelu
uvnitf STM aparatury.



